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Abstract (Aim, Use
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半導体デバイスはトランジスタや配線の微細化と共に回路が大規模かつ複雑になっ
たことで、故障が発生した場合に原因とその箇所を特定することがより難しくなっ
ている。不良箇所を絞り込み、故障原因につながる手掛かりを得るには素子の特性
を調査する必要がある。
本課題では故障個所の特定を目的とし、故障推定範囲にある配線もしくはViaを研
磨等で露出させ、対象のトランジスタ特性をナノプローバ[N-6000SS]にて調査し
た。これまでに引き続きコンタミネーションの影響でプローブとサンプル間のコン
タクトに問題があったが、今年度はロードロック室へプラズマクリーナーが試験的
に導入された期間があり、プラズマ処理の効果を確認することができた。

実験
Experimental

【利用した装置】
【NPF049】ナノプローバ[N-6000SS]
【NPF022】UVオゾンクリーナー

【実験方法】
ドライエッチングと平面研磨を用い、測定対象のトランジスタへつながる配線を露
出させたサンプルを作成し、ナノプローバ[N-6000SS]で特性調査を行った。

結果と考察
Results and Discussion

今年度もコロナ禍の影響で技術代行による利用であったため、測定依頼から測定後
の処置なども含め文章のみでのやり取りとなった。解析対象が規則的な同一パター
ンの場合が多いため、測定箇所の指定に苦労する場合もあったがFIB加工でマーカー
を付けたことで指定箇所をわかりやすくすることができた。
昨年度からの課題であるコンタミネーションについては、これまでチャンバー内へ
のサンプル放置で脱ガスを減らしたり、洗浄を長くしてサンプル由来のコンタミ源
を減らす改善策を行ったが効果が見られていない。今年度はロードロック室へプラ
ズマクリーナーが試験的に導入された時期があり、処理による影響の評価を行った。
測定後のサンプルに3分間プラズマ処理することで付着したコンタミネーションが
除去できていることを確認した。これまでは装置からサンプルを取り出し別の場所
で実施していたものが、1つの装置内で完結することができ、効率化とサンプル表
面の酸化抑制に効果が期待できる結果となった。また、ミリングなどに比べて低エ
ネルギーのためサンプルへの影響は少ないと思われる。本格的に導入された際には
積極的に活用したい。
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